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(57) Abstract: The invention relates to a method for treating, in particular coating, workpieces, in particular semiconductor sub-
strates (19), in a process chamber (4) of a reactor housing (1, 2, 3), said chamber forming a process chamber floor (9) comprising
a susceptor (5) for receiving the workpieces and that can be heated by a heating device (15) and a process chamber ceiling (10)
that can be cooled by a cooling device (23), wherein the process chamber height (H), defined by the distance between the process
chamber ceiling (10) and the process chamber floor (9), is variable, wherein the susceptor is heated from a loading/unloading tem-
perature at which the workpieces are loaded/unloaded into or out of the susceptor (5) to a process temperature in a heating step,
the workpieces are heat-treated at the process temperature in a treatment step subsequent to the heating step, and the susceptor is
subsequently cooled down to the loading/unloading temperature in a cooling step. In order to reduce cycle times, the process
chamber height (H) takes on a minimum value during the cooling step.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Die Erfindung betriftt ein Verfahren zum Behandeln, insbesondere Beschichten von Werkstiicken, insbesondere Halbleitersubstra-
ten (19) in einer Prozesskammer (4) eines Reaktorgehduses (1, 2, 3), die einen von einer Heizeinrichtung (15) beheizbaren, einen
Suszeptor (5) zur Authahme der Werkstiicke aufweisenden Prozesskammerboden (9) und eine von einer Kiihleinrichtung (23)
kiithlbare Prozesskammerdecke (10) ausbilden, wobei die durch den Abstand von Prozesskammerdecke (10) und Prozesskammer-
boden (9) definierte Prozesskammer héhe (H) variierbar ist, wobei in einem Autheizschritt der Suszeptor (5) von einer Be-/Entla-
detemperatur, bei welcher die Prozesskammer mit den Werkstiicken be- bzw. entladen wird, auf eine Prozesstemperatur aufgeheizt
wird, in einem dem Autheizschritt nachfolgenden Behandlungsschritt bei der Prozesstemperatur die Werkstiicke thermisch behan-
delt werden und nachfolgend in einem Abkiihlschritt der Suszeptor auf die Be-/Entladetemperatur abgekiihlt wird. Zur Verminde-
rung der Zykluszeiten wird vorgeschlagen, dass die Prozesskammerhdhe (H) wihrend des Abkiihlschrittes einen Minimalwert ein-
nimmt.
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Thermisches Behandlungsverfahren mit einem Aufheizschritt, einem Be-

handlungsschritt und einem Abkiihlschritt

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln, insbesondere Beschichten
von Werkstiicken, insbesondere Halbleitersubstraten in einer Prozesskammer
eines Reaktorgehduses, die einen von einer Heizeinrichtung beheizbaren, einen
Suszeptor zur Aufnahme der Werkstticke aufweisenden Prozesskammerboden
und eine von einer Kiihleinrichtung kiihlbare Prozesskammerdecke ausbilden,
wobei die durch den Abstand von Prozesskammerdecke und Prozesskammer-
boden definierte Prozesskammerhohe variierbar ist, wobei in einem Aufheiz-
schritt der Suszeptor von einer Be-/Entladetemperatur, bei welcher die Pro-
zesskammer mit den Werkstiicken be- bzw. entladen wird, auf eine Prozess-
temperatur aufgeheizt wird, in einem dem Aufheizschritt nachfolgenden Be-
handlungsschritt bei der Prozesstemperatur die Werkstiicke thermisch behan-
delt werden und nachfolgend in einem Abkiihlschritt der Suszeptor auf die Be-

/ Entladetemperatur abgekiihlt wird.

Aus der DE 102 17 806 Al ist eine Vorrichtung bekannt, mit der in einem
MOCVD-Verfahren Halbleiterschichten auf Halbleitersubstrate abgeschieden
werden konnen. Die Vorrichtung besitzt ein Reaktorgehduse, in dem sich ein
Gaseinlassorgan und ein Suszeptor befinden. Zwischen Unterseite des Gasein-
lassorgans und Oberseite des Suszeptors befindet sich eine Prozesskammer.
Durch Offnungen der Prozesskammerdecke kann ein Prozessgas in die Pro-
zesskammer flieffen. Auf dem Suszeptor befinden sich Substrate, die beschich-
tet werden. Hierzu zerlegt sich das Prozessgas bzw. verschiedene Prozessgas-
komponenten pyrolytisch, insbesondere auf der Oberfldache des zu beschich-
tenden Substrates. Die Reaktionsprodukte, bei denen es sich um Elemente der
IIT und V Hauptgruppe handelt, bilden auf der Substratoberfliche eine Schicht,

die in einer epitaktischen Beziehung zum einkristallinen Substrat steht. Der
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Suszeptor wird von unten mit einer Heizung beheizt. Der Suszeptor kann zur

Variation der Prozesskammerhohe in Vertikalrichtung verlagert werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Zykluszeiten eines Abschei-

deprozesses zu verkiirzen.

Gelost wird die Aufgabe durch die in den Anspriichen angegebene Erfindung,.

Bei einer Be-/Entladetemperatur, die deutlich unterhalb der Prozesstemperatur
liegt, die jedoch 100°C und mehr betragen kann, wird die Prozesskammer bei
geoffnetem Reaktorgehdusedeckel mit Substraten beladen. Anschlieffend wird
das Reaktorgehduse geschlossen und die Prozesskammer mit einem Spiilgas
gesptilt. In einem Autheizschritt wird der Suszeptor auf Prozesstemperatur ge-
bracht, die mehrere 100°C hoher als die Be-/Entladetemperatur sein kann.
Wiéhrend des Prozessschritts werden Prozessgase in die Prozesskammer einge-
leitet, so dass der thermische Behandlungsprozess stattfinden kann. Nach Be-
endigung des Prozessschritts wird in einem Abkiihlschritt die Prozesskammer
bzw. der Suszeptor auf die Be-/Entladetemperatur abgekiihlt. Ist diese erreicht,
kann das Reaktorgehduse gedffnet werden, um die behandelten Substrate zu
entnehmen und gegen zu behandelnde Substrate auszutauschen. Erfindungs-
gemdfs wird die Zykluszeit dadurch vermindert, dass wiahrend der Autheiz-
phase der Suszeptor seine maximale Entfernung von der gekiihlten Prozess-
kammerdecke einnimmt. Hierdurch wird der Warmeabfluss vom beheizten
Suszeptor zur gekiihlten Prozesskammerdecke minimiert. Besonders bevorzugt
wird wihrend des Aufheizschrittes ein Sptilgas mit einer geringen Warmeleit-
tahigkeit, bspw. Stickstoff, durch ein Gaseinlassorgan, welches die Prozess-
kammerdecke bildet, eingeleitet. Zur Durchfiihrung des Behandlungsschrittes
wird die Prozesskammerhohe auf den fiir die jeweilige Behandlung optimalen
Wert eingestellt. Es kann sich dabei um eine reine thermische Behandlung eines

Werkstticks, insbesondere eines Substrates, handeln. Bevorzugt wird wahrend
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des Behandlungsschrittes aber ein aus ein oder mehreren Komponenten beste-
hendes Prozessgas durch Gaseintrittsoffnungen des Gaseinlassorgans in die
Prozesskammer geleitet, wo es auf den Substratoberfldchen chemisch reagiert,
so dass dort eine Halbleiterschicht abgeschieden wird. Hierzu enthilt das Pro-
zessgas bevorzugt eine metallorganische Komponente eines Metalls der III
Hauptgruppe und ein Hydrid eines Elementes der V Hauptgruppe. Wahrend
des Abkiihlprozesses nimmt die Prozesskammerhohe ihren Minimalwert ein.
Besonders bevorzugt wird dabei die Prozesskammerhohe mit einem Spiilgas,
welches eine hohe Wiarmeleitfihigkeit besitzt, bspw. Wasserstoff, gespiilt. Zu-
folge dieser MafSnahme ist der Warmeabfluss vom abzukiihlenden Suszeptor
zur gekiihlten Prozesskammerdecke maximiert. In einer besonders bevorzugten
Ausgestaltung wird innerhalb der Prozesskammer ein MOCVD-Prozess bei
einem Niedrigdruck durchgefiihrt. Der aus Graphit bestehende Suszeptor wird
bevorzugt von unten mittels einer IR- oder RF-Heizung beheizt. Zur Variation
der Prozesskammerhohe wird bevorzugt der Suszeptor und eine den Suszeptor
heizende Heizung in Vertikalrichtung von einem Stellantrieb verlagert. Der
Stellantrieb kann sich innerhalb des Reaktorgehduses befinden und besteht be-
vorzugt aus einem Spindelantrieb. Der Suszeptor kann um eine im Zentrum
des Reaktorgehduses angeordnete Achse gedreht werden. In der Prozesskam-
merdecke, die bevorzugt von einer Gasaustrittsfldche eines Gaseinlassorgans
ausgebildet wird, befinden sich von einem Kiihlmittel durchstrémte Kiithlkana-

le.

Die Erfindung betrifft insbesondere ein Verfahren zum Abscheiden mindestens
einer Schicht auf mindestens einem Substrat in einer Prozesskammer eines Re-
aktorgehduses, mit einem, den Boden der Prozesskammer bildenden, von einer
Heizeinrichtung beheizbaren Suszeptor zur Aufnahme des mindestens einen
Substrates und einer von einer Kiihleinrichtung kiihlbaren Prozesskammerde-
cke, wobei der Abstand zwischen Prozesskammerdecke und Prozesskammer-

boden eine Prozesskammerhodhe definiert, die zwischen einem Minimalwert
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und einem davon abweichenden Maximalwert variierbar ist, mit folgenden

Verfahrensschritten:

Temperieren des Suszeptors auf eine Be-/Entladetemperatur;

Beladen des Suszeptors mit dem mindestens einen Substrat bei der Be-
/Entladetemperatur;

Aufheizen des Suszeptors von der Be-/Entladetemperatur auf eine
Prozesstemperatur, die hoher ist als die Be-/Entladetemperatur, wah-
renddessen die Prozesskammerhohe ihren Maximalwert einnimmt;
Abscheiden der mindestens einen Schicht auf dem mindestens einen
Substrat durch Einleiten und Zerlegen von Prozessgasen in die Pro-
zesskammer bei einer Prozesskammerhohe, die nicht grofier ist als ihr
Maximalwert und nicht kleiner ist als ihr Minimalwert bei der Prozess-
temperatur;

Abkitihlen des Suszeptors von der Prozesstemperatur auf die Be-
/Entladetemperatur, wihrenddessen die Prozesskammerhohe ihren
Minimalwert einnimmt, wobei die Prozesskammerdecke gekiihlt wird;

Entladen der Prozesskammer bei der Be-/Entladetemperatur.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird anhand der beigefiigten Figur 1,

die einen Querschnitt durch ein Reaktorgehduse zeigt, erldutert.

Das Reaktorgehduse wird von einer Reaktorgehdusedecke 1, einem Reaktorge-

hduseboden 3 und einer Reaktorgehdusewand 2 ausgebildet. Die Reaktorge-

hdusewand 2 kann rohrférmig verlaufen. Das Gehduseinnere kann mit einer

nicht dargestellten Vakuumeinrichtung evakuiert bzw. auf einem unterhalb des

Atmosphdrendruck liegenden Prozesskammerdrucks geregelt gehalten werden.

An der Gehdusedecke 1 ist ein Gaseinlassorgan 7 befestigt, welches durch eine

Zuleitung 21 mit einem Spiilgas bzw. mit Prozessgasen gespeist wird. Das Gas-

einlassorgan 7 besteht aus einem aus Edelstahl gefertigten Hohlkorper, in dem
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sich vor der Miindung der Zuleitung 21 eine Prallplatte 20 befindet. Die Unter-
seite des Gaseinlassorgans 7 bildet eine Gasaustrittsplatte aus, die eine Vielzahl
von siebartig angeordneten Gasaustrittséffnungen 8 aufweist. Die nach unten
weisende Auflenseite der Gasaustrittsplatte bildet eine Prozesskammerdecke 10
aus. Zwischen den Gasaustrittsoffnungen 8 befinden sich Kiihlkanile 23, durch
die ein fltissiges Kiihlmittel, bspw. Wasser, stromt, um die Prozesskammerde-

cke 10 zu kiihlen.

Parallel zu der Gasaustrittsplatte des Gaseinlassorgans 7 erstreckt sich die
Oberseite eines unterhalb des Gaseinlassorgans 7 angeordneten Suszeptors 5,
dessen Oberseite den Prozesskammerboden 9 ausbildet. Zwischen dem Gasein-
lassorgan 7 und dem Suszeptor 5 erstreckt sich die Prozesskammer 4. Der
Durchmesser des kreisscheibenformigen Suszeptors 5 kann mehr als 30 cm

betragen.

Der Suszeptor 5 wird von einer Sdule 22 getragen, die sich in der Zentralachse 6
der Prozesskammer 4 befindet. Die Sdaule 22 kann drehangetrieben werden, um
den Suszeptor 5 wahrend des Beschichtungsprozesses um die Achse 6 zu dre-

hen.

Unterhalb des Suszeptors 5 befindet sich eine Tragerplatte 17, die bspw. aus
Quarz bestehen kann und die einen Gasauslassring 16 mit einer Vielzahl von
Gasaustrittsoffnungen 18 tragt, der mit der nicht dargestellten Vakuumeinrich-

tung verbunden ist.

Unterhalb des Suszeptors 5 und der Tréagerplatte 17 befindet sich eine Heizspi-
rale 15, die in der Lage ist, ein RF-Feld zu erzeugen, welches in den aus Graphit
gefertigten Suszeptor 5 Wirbelstrome induziert, so dass dadurch der Suszeptor

5 auf eine Prozesstemperatur aufgeheizt werden kann.
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Es sind mehrere Stellantriebe 11 vorgesehen, die einen Spindelantrieb 13, eine

vom Spindelantrieb 13 drehantreibbare Spindel 12 und eine an der Tragerplatte
17 angeordnete Spindelmutter 14 aufweisen. Mit den Stellantrieben 11 kann die
Vertikalposition des Suszeptors 5, der Tragerplatte 17 und der Heizung 15 vari-

iert werden.

Mit den Stellantrieben 11 ist somit die Prozesskammerhohe H zwischen einem
Minimalwert und einem Maximalwert verianderbar. Die Hohe H kann zwischen
4 und 50 mm variiert werden. Der Durchmesser des Suszeptors ist typischer-

weise mindestens 30 cm und typischerweise maximal 650 cm.

Mit der zuvor beschriebenen Vorrichtung wird folgendes Behandlungsverfah-

ren durchgefiihrt:

Bei einer Be-/Entladetemperatur, die zwischen Raumtemperatur und 200°C bis
300°C betragen kann, wird das Reaktorgehduse gedtfnet, was bspw. durch An-
heben des Reaktorgehdusedeckels 1 erfolgen kann. Da das Gaseinlassorgan 7
fest am Reaktorgehdusedeckel 1 befestigt ist, ist bei gedffnetem Reaktorgehau-
sedeckel 1 der Suszeptor 5 zuganglich, um ihn mit Substraten 19 zu beladen.
Nachdem der Suszeptor 5 mit den zu beschichtenden Substraten 19 beladen
wird, wird das Prozesskammergehduse wieder geschlossen. Die Prozesskam-
mer 4 wird mit einem Spiilgas, bei dem es sich um Stickstoff handeln kann, ge-
spiilt. Mittels des Stellantriebes 11 wird der Suszeptor 5 nebst Heizung 15 in
eine maximal abgesenkte Position verfahren, in der die Prozesskammerhohe H
ihren Maximalwert, bspw. mindestens 7 cm, einnimmt. In dieser Stellung, in
der der Warmetibertrag vom Suszeptor auf die gekiihlte Prozesskammerdecke
10 minimiert ist, wird der Suszeptor 5 auf seine Prozesstemperatur aufgeheizt,

die oberhalb 600°C bzw. auch oberhalb 1000°C liegen kann.
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Durch Einleiten eines Prozessgases durch die Zuleitung 21 in das Gaseinlassor-
gan 7 und durch Austritt aus den Gasaustrittsoffnungen 8 in die Prozesskam-
mer 4 wird ein Wachstumsprozess in Gang gesetzt, bei dem auf den Substraten

19 Halbleiterschichten abgeschieden wird.

Nach Beendigung des Wachstumsschrittes wird die Prozesskammer 4 mit ei-
nem Spiilgas gespiilt, bei dem es sich jetzt um Wasserstoff handeln kann. Mit
den Stellantrieben 11 wird der Suszeptor 5 in Vertikalrichtung bis in eine Ma-
ximalposition nach oben gefahren, in der die Prozesskammerhohe H ihren Mi-
nimalwert einnimmt. Dieser kann bspw. maximal 2 cm betragen. Bei abgeschal-
teter Heizung 15 und mit einem Kiihlmittel gekiihlter Prozesskammerdecke 10
kiihlt der Suszeptor 5 ab, wobei der Warmetibertrag vom Suszeptor 5 zur ge-
kiihlten Prozesskammerdecke 10 zufolge des gut wiarmeleitenden Sptilgases

und des minimalen Abstandes maximiert ist.

Nach Erreichen der Be-/Entladetemperatur wird Stickstoff in die Prozesskam-
mer eingeleitet und der Reaktorgehdusedeckel 1 zwecks Substratwechsel geoft-

het.

Alle offenbarten Merkmale sind (fiir sich) erfindungswesentlich. In die Offen-
barung der Anmeldung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugeho-
rigen/beigefiigten Priorititsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollin-
haltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in
Anspriiche vorliegender Anmeldung mit aufzunehmen. Die Unteranspriiche
charakterisieren in ihrer fakultativ nebengeordneten Fassung eigenstindige
erfinderische Weiterbildung des Standes der Technik, insbesondere um auf Ba-

sis dieser Anspriiche Teilanmeldungen vorzunehmen.
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Bezugszeichenliste
1 Reaktorgehdusedecke
2 Reaktorgehdusewand
3 Reaktorgehduseboden
4 Prozesskammer
5 Suszeptor
6 Achse
7 Gaseinlassorgan
8 Gasaustrittsoffnung
9 Prozesskammerboden
10 Prozesskammerdecke
11 Stellantrieb
12 Spindel
13 Spindelantrieb
14  Spindelmutter
15 Heizung
16  Gasauslassorgan
17 Trégerplatte
18  Gasaustrittsoffnung
19  Substrat
20  Prallplatte
21 Zuleitung
22 Sdule
23 Kiihlkanal
H Prozesskammerhohe
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ANSPRUCHE

Verfahren zum Behandeln, insbesondere Beschichten von Werkstiicken,
insbesondere Halbleitersubstraten (19) in einer Prozesskammer (4) eines
Reaktorgehduses (1, 2, 3), die einen von einer Heizeinrichtung (15) beheiz-
baren, einen Suszeptor (5) zur Aufnahme der Werkstiicke aufweisenden
Prozesskammerboden (9) und eine von einer Kiihleinrichtung (23) kiihlba-
re Prozesskammerdecke (10) ausbilden, wobei die durch den Abstand von
Prozesskammerdecke (10) und Prozesskammerboden (9) definierte Pro-
zesskammerhohe (H) variierbar ist, wobei in einem Aufheizschritt der
Suszeptor (5) von einer Be-/Entladetemperatur, bei welcher die Prozess-
kammer mit den Werkstiicken be- bzw. entladen wird, auf eine Prozess-
temperatur aufgeheizt wird, in einem dem Autheizschritt nachfolgenden
Behandlungsschritt bei der Prozesstemperatur die Werkstticke thermisch
behandelt werden und nachfolgend in einem Abkiihlschritt der Suszeptor
auf die Be-/Entladetemperatur abgekiihlt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Prozesskammerhohe (H) wiahrend des Aufheizschrittes einen
Maximalwert einnimmt, so dass der Warmefluss vom beheizten Suszeptor
(5) zur gekiihlten Prozesskammerdecke (10) minimiert ist, und wahrend
des Abkiihlschrittes einen Minimalwert einnimmt, so dass der Wirme-
fluss vom sich abkiihlenden Suszeptor (5) zur gekiihlten Prozesskammer-
decke maximiert ist, wobei die zur Prozesskammerdecke (10) flieffende

Wirme (10) von der Kiihleinrichtung (23) abgeftihrt wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wihrend des Behandlungsschrittes durch einen die Pro-
zesskammerdecke (10) ausbildendes Gaseinlassorgan (7) ein Prozessgas in
die Prozesskammer (4) eingeleitet wird, welches auf mindestens einem auf
dem Suszeptor (5) aufliegenden Substrat (19) durch chemische Reaktion

oder durch Kondensation eine Schicht bildet.
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Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass wihrend des
Aufheizschritts ein Sptilgas mit einer geringen Warmeleittihigkeit bspw.
Stickstoff durch das Gaseinlassorgan (7) in die Prozesskammer (4) einge-

leitet wird.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass wihrend des
Abkitihlschritts ein Prozessgas mit einer hohen Warmeleitfihigkeit,
bspw. Wasserstoff, durch das Gaseinlassorgan (7) in die Prozesskammer

(4) eingeleitet wird.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Behand-

lungsschritt ein MOCVD-Abscheideprozess ist.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Behand-
lungsschritt bei einem Prozesskammerdruck von weniger als 1000 mbar

durchgefiihrt wird.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der aus Gra-
phit gefertigte Suszeptor (5) mittels einer RF-Heizung (15) oder einer IR-

Heizung temperiert wird.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche

oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozess-
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kammerdecke mittels eines durch Kiihlkanile (23) stromenden fliissigen

Kiihlmittels gekiihlt wird.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass zur Variation
der Prozesskammerhohe (H) der Suszeptor (5) zusammen mit der Hei-
zung (15) von einem Stellantrieb (11) in Vertikalrichtung gegeniiber dem

Reaktorgehduse (1, 2, 3) verlagert wird.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der einen
Durchmesser von mindestens 30 cm aufweisende, kreisscheibenférmige
Suszeptor (5) in seiner minimalen Abstandsstellung zur Prozesskam-
merdecke maximal 2 cm von letzterer entfernt ist und in seiner maxima-
len Abstandsstellung von der Prozesskammerdecke mindestens 7 cm

von letzterer entfernt ist.

Verfahren zum Abscheiden mindestens einer Schicht auf mindestens ei-
nem Substrat (19) in einer Prozesskammer (4) eines Reaktorgehduses (1, 2,
3), mit einem, den Boden (9) der Prozesskammer (4) bildenden, von einer
Heizeinrichtung (15) beheizbaren Suszeptor (5) zur Aufnahme des min-
destens einen Substrates (19) und einer von einer Kiihleinrichtung (23)
ktihlbaren Prozesskammerdecke (10), wobei der Abstand zwischen Pro-
zesskammerdecke (10) und Prozesskammerboden (9) eine Prozesskam-
merhohe (H) definiert, die zwischen einem Minimalwert und einem da-
von abweichenden Maximalwert variierbar ist, mit folgenden Verfahrens-
schritten:

- Temperieren des Suszeptors (5) auf eine Be-/Entladetemperatur;

- Beladen des Suszeptors (5) mit dem mindestens einen Substrat (19) bei

der Be-/Entladetemperatur;
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Aufheizen des Suszeptors (5) von der Be-/Entladetemperatur auf eine
Prozesstemperatur, die hoher ist als die Be-/Entladetemperatur, wah-
renddessen die Prozesskammerhohe (H) ihren Maximalwert einnimmt;
Abscheiden der mindestens einen Schicht auf dem mindestens einen
Substrat (19) durch Einleiten und Zerlegen von Prozessgasen in die
Prozesskammer (4) bei einer Prozesskammerhohe (H), die nicht grofier
ist als ihr Maximalwert und nicht kleiner ist als ihr Minimalwert bei
der Prozesstemperatur;

Abkiihlen des Suszeptors (5) von der Prozesstemperatur auf die Be-
/Entladetemperatur, wihrenddessen die Prozesskammerhohe (H) ih-
ren Minimalwert einnimmt, wobei die Prozesskammerdecke (10) ge-
ktihlt wird;

Entladen der Prozesskammer (10) bei der Be-/Entladetemperatur.

Verfahren nach Anspruch 11 oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prozesskammerdecke (10) wihrend des Aufheizens des

Suszeptors und wihrend der Werkstiickbehandlung gekiihlt wird.
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